CARACTERIZACION DE SEMICONDUCTORES (12 précticas para calificacion, 60 horas).

Profesores: Drs. Arturo Morales, Maria de la Luz Olvera, Arturo Escobosa, Gabriel Romero, Magali
Estrada, Antonio Cerdeira, Ramon Pefia, louri Koudriavtsev, Dr. Daniel Bahena, Dr. Yasuhiro Matsumoto,
Dr. Jaime Mimila, Dr. Mauricio Ortega.

OBIETIVO: EI objetivo principal de este curso es que el alumno conozca y maneje las técnicas de
caracterizacionmas usuales en el campo de los materialesy dispositivossemiconductores. Asimismo, se
espera que este curso ayude al alumno a comprender mejor los conceptos que son expuestos en los
cursos de Fisica de Semiconductores y Fisica de Dispositivos Semiconductores del programa de posgrado
de la SEES-IE.

En este curso se desarrollardn una serie de précticas de laboratorio utilizando los equipos de
caracterizacion disponibles en la SEES-IE. Se incluyen préacticas para la medicion de pardmetros y
propiedades fundamentales de los semiconductores, y practicas que permiten conocer las caracteristicas
elementales de dispositivos simples, como son las uniones p-n.

Se pretende que, al final del curso el alumno posea la capacidad de realizar una caracterizacion integral de
un material semiconductor, por lo que se propone una serie de practicas que permiten realizar la
caracterizacion Optica, estructural, morfoldgica, de composicion y eléctrica.

Contenido:

Préctica 1. Elipsometria (G. Romero)

Practica 2. Transmitancia Optica (UV-Vis) (Maria de la Luz Olvera)

Préctica 3. Espectroscopia Raman (R. Pefia)

Préctica 4. Difraccion de Rayos X (A. Escobosa)

Préctica 5. Microscopia de Fuerza Atomica (AFM) (l. Koudriavtsev)

Practica 6. HRTEM, Microscopia Electronica de Trasmision de Alta Resolucion (Daniel Bahena)
Préactica 7. Mediciones I-V (M. Estrada)

Préactica 8. Mediciones C-V (M. Estrada)

Préctica 9. Resistencia de hoja, Resistividad eléctrica y Efecto Hall (Maria de la Luz Olvera)
Préctica 10. Fotoluminiscencia (A. Escobosa)

Practica 11. Espectroscopia de Masas de lones Secundarios (SIMS) (I. Koudriavtsev)

Préctica 12. Caracterizacion I-V de una celda solar y médulo fotovoltaico (Y. Matsumoto)
Préctica 13. Microscopia Electronica de Barrido (SEM) y Analisis Quimico por EDS (A. Morales)
Préctica 14. Espectroscopia Infra Roja (IR), ()

Practica 15. Mediciones termoeléctricas. Efecto Seebeck (M. Ortega)

Practica 16. Parametros TMOS (A. Cerdeira)

Préctica 17. Extraccion del Ancho de Banda de la base de un Transistor Bipolar (J. Mimila)
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